UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

} n.‘, ﬁ FACULTAD DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COMPUTACION.
DIMEI.

PRACTICAS DE MEMORIAS Y PERIFERICOS.

ING. A. ADOLFO MILLAN NAJERA



DEC

Gel

GEIT

B

THI

FOM

A

REF

CAr

LART

DECOUTF TCATDORE

GRABACTON DIGT

GRABATCTON DIGT

(G
W oe LI I 2R KT N I

Tal EN CINTA MAGNETICA

TAL EN CINTAS MAGME

CARACTERISTICAS DE UN BUFFEFR.

CIRCULTD TRES

MEMORTA DE S0L.

MEMOR TS DE LEC

FEFRESEO TE ME

MEMORTA DIRECE

Uetie e T < IR

BERL TOGRAF LA

ESTANOS,

0 LECTURA

TURA -

MOR TS .

SRITUREA .

¢

L2 A A A

L N 4

F o+t hdtadt o

v

L

¢

TCA

L

L

TONSELE FOR CONTENIOO .

2 T 2 4

¢ &

 F Sl Rt Bt tetadat atat 3

>

LI AR 2R

LR

L )

L4



eyacticas

il i los =yrof
avatorio o memor

.4
ur

Lo eren
todricos e
Aot

@b servir come comslemento i
DT E e Trdudat Lemerite . acdolecer
CHRVONCL a8 A @mia o

N

GO

56 Foiran Moy O
ODESOTPVARCLONes Que nos nasgan srofes

e

BOTEs W alumros.
o
syratende
conforman ¢
comEonerntes Hasioos

sracti

LI e

seridtor 5 E

elomantos QL

como e los
> ¢

S oubren bemes Lales
W& re.Jo ofe dfecotd i ocan

como gratascidn en cints
DT [Pyl sialemas iof e
ementacidn  bhasice de  memorias  ROM v et 4 CAMy

) cle cdvouwitos  ode tre gl ad
odmneluwe  unae eractice  aue e
Turmeiornamiarnto che L
rerlTéricos Ccomo @5

masHrndtiosy
ME N Y. & v

A

olemerto O

el UART.

i
cursl
el ow

la

mencionan aldunass referencias
Ta dnforme

IR}
e maners mas

Las

-
o r

cfet &

S recomiends  al estudisnte
erdotice antes de dmiciar] WL @

evaluar

onuetivos
Lo v

el srosdsito de eue s

serernclrade .

ElL o éwito oue el  aluwno tenss
esfuerso aue e

s oern el ocurso derernde el
sprolle & lo largo de todo el

somestra.

Los  srofTesores oel
giemsre & L

Labhoratorio
starte 1a  ssc

realizacidn de Ltus srdoeticas.

5

v o s @R necesibes

EECINE R S ol

FACULTAL TE TNGEMNTERIT A
DEFARTAMENTO DE COMPUTACTON




DEG—1

Un  decodificador es un ¢irowito combinacional ue tiene
n' entradas w 2%km salidas. Uns de sus migltirles salidss se
activaea bado el control de la direccidn de enltrads v de la
sefial de habilitacidn, La salidsa ruede ser activo bads o
bien activo alts derendiendo del mnivel de voltade en la lineas
de salida 707 & 717 ),

Existen dos formas bidsicas de realizar un decodificador
de "mn"* direcciones a 27mn salidss. Ern la srimera se wtilizan
27 comruertas de  "n'  entradasy a8 cadas entrads ALy
i=192yeernm se arlica un bit de direccidn wa ses directamente
o nedgdndolo., A esta decodificacion se le Llams de wun nivel <
véase fidura 1 ).
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DEC~3

Lo més comidn es utilizar combinaciones de asmbas formas
jecodificacidn. ( Véase fidguras 3 )
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COMEBINACION DE DOS DECODIFICADORES

Ern lo referente a8 la habilitscidny éste desactiva todas
las salidas sin dimrortar la sefizal de direccidn. En l1la
rrimera  forms de decodificacidny la nabilitacidn Qs
introducida como wuna entrads adicional comdn 3 todas las
comruertasy mientras eue en la sesunds ruede. consistir de una
tercera entrada en todas las comrpuertas de detervrminads etara.
Si thabilitamos en Jla rsrimersa etarsz recuerimos de " &
comeertas de tres entradasy rero si la habilitacidn es en la
dltima reueriremos de muchas comruertess de tres enltradas.

Los decodificadores v su arlicacidn son imrortantes como
comronentes de sistemss de memoria. Ern  los ocircuitos
intedrados de memoria la decodificascion se lleva a8 cabo
comdnmernte ror transistores de emisor midltirle. Estos actdan
como  una  comrderta de "n® entradasy @UNEUES @S Necesario wna
etara de rotencia rars activar & todo un rengldn de memorias.



DEC~4

La mavorls de los decodificadores intedrados wtilizan

légica nedgativa a l1la saliday esto esy la linesa es activo
bada.

Alsgunas de sus arlicaciornes ademés de la seleccidn de
direcciones de memoria son la deneracidn de fases de relods
generacidén de controles a rartir del cddigo de instruccidn o
bien funciones lddicas arbitrarias.

ORJETIVO DE LA PRACTICAR

-~ Comrrender el funcionsmiento w la arlicacidn de.los
decodificadores como comronentes de sistemas de memoria.

Alambrar el decodificador aue se muestra en la figura 4 w
verificar la decodificacidrn llenamdo la siguiente tablas de
verdad.

Al A2

80 S1 82 83

= =0

Medir el tiemro de rroragscidn cornectando un gernerador a
una de las entradas comrarando la curve de ressdesta con

1a entrada. Como se muestrs en la Tigura siguiente.
Utilizar un osciloscorio de dos trazss ¢ una Frecuencis del
generador mawor & 100 KHz.,
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Graficar la resruestsa de retardo

Alambrar dos circuitos intedrados #74155 rara obtener una
decodificacion de 4X1é6. Utilizar un ClI #7404 rara controlsr
la habilitacidn de wrno de los chirs., A la sslids comnecte

LEDS ] resistencias rara verificar visualmente el
comsortamiento. :

Conectar los Cl #741%5 de forma eue se suedan decodificar 64
salidas ror medio de la coincidencis de las mismas emrleando
comruertas OR/ Alambrar las comruertas sara obtener salidas
S11y 834 w 863 « ¢ Ver fidgura 5 )

Er..tr‘ada Al & e ool o loney eeea e e ) +

(. +NAND @ G0
\__‘MDO_:,,....*.»...*. ....... ‘*. o s v X .

e ke T

: : : L B B 4 )
P
=F Vo
§ NAND - 81
EALE - aevt
=t N
bty ver
*“""""‘“‘"'{"‘“* ity s L ¢
G B NAND Q= G2
= *.'........*..............,.......m' "
5T .
fe1- T Vo
Entrada A2 N, g T
e e e o e e e e e NANDN gemimte G3
! i pIRre. o o v e »

Dolormeiuess oo opre e X
LK K

DECODIFICATIOR 2X4

fig, 4




DEC—6&

5504 sase seee 900 Fove tast teee sese suew seve bess ves Sens seet sese

¢ ¢
H 2 1 0 i
H Nec. 3X8 i
P §
ks . S :
: ;-..............-...-...............+.....;.+7..‘...+.»..............‘......+................
: :.....‘.............._............+-......+..:......*-...................._.+ .* 7+
sl ! S Poob e
*”:4 : : : : : \”““QOR LR AR Sk
) H H i H KTen e g g +
H Nec. i ! H H H R
I O3X8 e K 4y
N e e e ool S : : : : * .0
H H L s 1 i I e S A, M ol et Sm
Lo e,
' ' '

fige 3

MATERIAL Y

orofirariioreiietfioiotodiorc oot o)

EQUIFO REQUERIDO?

Gemerador de rulsosy osciloscosio »8 LEDNSy dos circuitos
intedrados #7415%y dos circuiteos intedgrados #7400y wun civcuito
intedgrado #7404y un circuito intedgrado #7432y 8 resistenciss de
330 ohms.
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DIGITAL EN

CINTA MAGNETICA I°

El medio erm el cual se almacemarn los datos esuede variard
cintay disco flexitrle o duroy tamboresy cartuchosy cassetess
etc. .

El  medio de gratacidn estd comedwesto de dos rartesy una
magnética v otra nmno magnética. Esta dltimas determina el
grosor del medio el cusl se ruede clasificar como fleMdible (
cintas v discos flexibles Jdvy o duro ( discos duros J).ElL medio
wagnético no FTlexible eue se wtilize esrvincirslmente e @l
rlasticor mientras cue en el medio dureor se wtilizs el
alumirnio. Ahora bDieny este materisl wa ses sldstico ©
sluminio estd recubierto ror el medio madgnético ¥ dste estd
comruesto For uns mexcla que contiernse adxido de  hierro
El 6Mido de hierro estsd constituido ror sarticulas madndticas
en forma de agudas  ( arroxdimadamente de un micvdmetro de
longitud s=or unag décima de micerdmetro de anchura ) las cusles
se@ comrortarn como  un FeuefMo dmar. Estas rarticulas se
encuentrarn  lo bastante aledadss entre si rsara no interferire
entre ellas w son orvientadas de acuerdo & la informacidn aue
se Quieras gdrabhar.

Las formas cue se wutilizan rara grabar  sefales ere
medio magnético rueden dividirse en las aue wutilizan Fformas
de eliminar el efecto no linesl del ciclo de histéresisy o
las ue arrovechan sus easracterlisticas.

Le cints magnédtics es una memoria secuenciasl wa Que mara
el acceso de la informacidn dentro de ellar es necesario
recorrerla desde el inicio nhasta el lusar donde se encuentren
los datoss también es mo voldtil debido & aeue los datos
gratados en ells no se rierden i la cints: es removidae de su
uriidady su frecuencis de transferencis es relativemente baday
s tiemro de scceso es variable w  ror  lo  general bastante
larso. Es utilizads como memoria secundariaz rare el
almacenamiento de dgrandes voldmernes de datos.

La s#rabacidn de sefales de aucio G el tiso
"Magnetizacidn S1r histéresie" y ;i cusl  wutilizse une
frecuencia de rolarizacidn muw alts w de siran amelitudy 38 la
cual se le suma la seMal de informscidn.

Las grabadoras de audio ofrecen ls rosibilidad de sctuasr
como reriféricos econdmicos rara sistemas de micro v
minicomrutadoras.

ORJETIVO DE

LA FRACTICA?

= »

/ . 5
- Analizar las caracteristices w el funciomamiento de una
grabadors de sudio w realizsre une  sSrasbecidn de  informacidn
digital e ella.




GRI-2

DESCRIFCION DE LA FRABADURA DE- AUDTO

TTI% IS 2Ise vt sane se sess ceme seve saee yesy sess sepe seee bt saue saes an

LLa grabadors de audio eue utilizaremos tieme controles
en forma de botormes sara  grabar w resvocduaciry deteney la
cintar reembobinar hacis adelante o hacis strds v exrulsar la
cinta., Tieme una entradas rara micrdforno externo w  sslids
hacia wna bocina o disrositivo externo. El diagrama de
bloaues del circuito interno de la #rabadora se muestra em la
figura 1.

Su funcionamiento es el sidguiente §

Durante el rroceso de escrituray la  cabezs de borrado
funciona recibiendo del oscilador uwuna frecuencia fidas de
esta manerar la cabeza rolarvize a8 las rarticulss magnéticas
de la cinta en wuna sola dirveccidndy cuando la cintae sase sor
la cabezs de grabacidny las rarticulass son rolarvizasdas de
scuerdo a la sefial.

Nurante el sroceso de lecturay la cebesa de borrado ne
entra ern  Tuncionamiento » w o ashora son las rarticulas
magnéticas de la cinta las eue inducern wum Ffludo mesgnético en
la cabeza de resrroduccidn sroduciendo una corriente eue varia
de acuerdo comn la sefMzld dsta rasa a8l sre-smelificadory
amelificador ¢ eters de salide w en este runto rase a8 la
tocina.

El circuito electrdnico contienea LIryE combinacion
rre-agmelificadory  amelificador w etars de salids eue ruede
conectarse a la sefMal del micrdforno durante la srabecidny u &
la cabeza de rerroduccidn durante la lectura. e etarsa de
salida se conects a una bocina durante la resroduccidn ¥ a8 un
circuito sumador durante la grabascidn. El circuito sumsdor
le afiade 8 la sefial de informacidn la seMal de rolarizacidn de
corrviente alternay alimentando su sslida 8 la casbhexe de
grabacidn —- rerroduccidr.

e R— —— e . St s
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DESARROLL.O?

- Simular wuna gratacidn ol informacidn digitals
introduciendo unas seMal cusdrads de 100 Hz. con una amelitud
de S50 myve Dibudary durante la dgrabacidne las Fformas de onds
de la sefizal en los runtos Ay B v ©C del circuito mostrado
anteriormente.

= En ué eltaras de la drabacidn se introducen las mawores
modificaciones de la sefMal digital de pritrads T lDesovibir
estas moditicasciones.

= Reslizar la resroduccidn de la sefMal w comerobsr aue 1a
informacidn dgrabada anteriormente es igusl a8 la informacidn
rerroducida. Dibhudar las formas de  onds  de la sefMal
rerroducida ern los runtos Ay B w C,

e Determinar el ancho de bands de la  grabadora. (
Sugerencial realizar un barrido de frecuenciezs w medir la

aternuacidn mara cadas una en decibeles. )

- Cudl es el amcho de banda rara unag atenuaclidn de 6 dhbe
( 50 % de ammlitud. v

“ At Labld

AR = Archo de Bands

N
AN
e e [

) : BT

i
E
&+
E

—

MATERIAL Y E

QUIFQO REQUERIDO?

i

- ome 980 seve sei weve suas tevy sred Sevs sees sews wess
= monnnaimanmman I nnimoan

i

U osciloscorior urna sirabadoray un generador de funciorness wun
cassette convencional w cables de comnexidrn.

12
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- Comrrender la modulacidn FEK .
-~ Realizar uns drabhacion de medJdovr calidad,

Como rudimos ver en la sractica anterior de grabacidny
la rerroduccidn ern ammlitud w forma de 1z sefMel no Fuéd del
todo fiel.

Fara aue la informacidn que almacenamos en la cintsa sea
confiable es indisrensable cambiar un =000 la estructurs de
la dgrabacidn. Ern esta esractica trataremos de medorar la
calidad de la d¢grabacidn com wn sistems adicional cle
modulacidny esto esy utilizando modulacidn de frecuencia con
FSK ( Freauencw Shift Kewing ) o llaveo ror desrlazamiento de
frecuencia.

Este nuevo sistema consts de dos bloeues adicionales que

sorn "Modulador' w *Demodulador®.s El diagramse 38 blocues se
muestra en la figura 1.

!

Entrada

Modulador Micrdforno

P e - =
L i
i
1
1
i
i
i
i
i
3

Grabadora
Latos

Funta "AY

Demodulador

f e me me e mwm w- e me mm me wm e
N e we me me me me w- e wm mm . mw

P me- —- m-
N - ma - e

Salida van sese eams a4sm sire o440 4ern awse whed oats sess eses soat sove

i

Tisg 1.

DIAGRAMA A RLOQUES DEL CIRCUITO
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SISTEMA MODULADOR

e

it o

Se modulsa sara soder arrovechar a8l méximo el medio
obtener una meJor calidad en la grabacidn de tal maners ue
se tendas cierto dgrado de comfisbilidad a2l momento de dusrdar

la informacidr.

El sistemsa es ror el filtrado de la dgrabadors ( en  wuna
forma senoidal ) de una frecuencis moduladors de 3 KHz.

Conmsiste de urn  modulador FSK. En este tiro de
modulacidn un ‘17 corresronde & una frecuencia 1 w un 70 &
una frecuencias 2. Ern dgenerall

fl = fo ~ f
f2 = fc + f

i!
L H

donde fo es la frecuencias de la wortadoras w
f es el diferencial de Ffrecuencis entre
la rortadora 9@ fly 2.

La  sisguiente figura dlustra ls caracteristics de un
sistema FSK.  fig 2 .)

n b v i
= Goes 3500 wone susy 9550 oree’ : g e e
~~~~~~~~~ o H U S
4 i i v F8K
—— S S : i o g e S - .
\ '”'"O"'”" I
Iato i Iato en FSK

Generador de rulsos

fig 2.

CARACTERISTICA DEL SISTEMA FEK .

14
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SISTEMA DbMUDULADOR

s3ve seus evs weve sevs save sece seen s e

El circuito demodulador tiene 1 funcidn de distinguir
entre dos frecuerncias que se dgrabaron corresrondientes a8 07
v ‘17 ( datosy moduladora ) w convertirlos @ niveles lédicos
TTL

Este circuito cornsts de cinco rartes srincirsles oue
s0M?d

1. Umn filtro activo raso badas con frecuencis de corte
de H60 Hw.

2+ Un rectificador de onds comeleta

3. Umn amrlificador de voltade ( wara scorlar comn 1la
siguiente etaras ).

4, Un filtro activo raso badas con wna frecuencis de
corte de 390 Hz. aue elimina las comronentes
de alta frecuencia.

e Un circuito comrarador eue nos rrororcions la sefial
origimnal en niveles lddgicos TTL & la salida.

Ver fisura 4.

Grabacidni

- Alambrar el circuito modulador como se indics en la figdgura 3 .

|Generador | ——X—X- '
ide datos ! e .NAND Oy
B T Ve Vs lee Voseslaa=s opee! 4 ] *_._, ]
1 + + ] L B <
§ T T A e e e e + : : s e \"'""""0 *
{Generador | = | + NANDI Qe y
: 3 KH= b KR o o o s e e e * H
N e S T e e : : : + e : : ¢ e 006)8 |.|F
et e )
; I e 0NANI‘ €y Pl
N R TR YRS o - .. . H
A +NAND @romem ? ree H
Pt L ¢ Tmm——— + %1% K
e T | H ¢ e !
HH Qe H
ek H Ky U
\ ‘ 270

flire—-flos T ‘ = oohms

E £
tierra

fig 3.

CIRCUITO MORULADOR
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- Cornectar una sefial a8 niveles TTL & una frecuerncia de 100 brs .
( bits/ses ,)
-~ Hacer las siduientes dgrédficas
a) Entrada
) Salidas del modulador
¢c) Salida de la drabadors
indicando forma de ondary frecuencisz v amelitud rara cada caso.
- Reretir el sedundo runto a3 una frecuencis de 200 brs .

Rerroduccidn?

-~ Alambrar el circuito demodulador .
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CIRCUITO DEMODULADOR

- Corectar el demodulazdor 8 la salida de la drabadora ( ratas 4 ).

~ Rerroducir la sHrabacidn realizada en los runtos anteriores .

- Hacer las graficas de lss seMales Entrads DEMODULADOR » Salida
LDEMODULADOR indicando formas frfcuencia woamrlitud de la setial.



Freguntas?

1. DNeterminar la frecuencia maéxima que se ruede  rec
manera confisble s la salida del demodulador.
eue el minimo tiemro de bit es el «eue det
frecuencia méxima de bhit/sed. )

2. Qué se ruede hacer eara aumentar la frecuencis
( 13 velocidad de tramnsferencia de nuestro o
cassette )y w exrlicar dos formas de lograrlo.

MATERIAL Y EQUIFO REQUERILO?

los deneradores de funciones

Uns drabadora

Una fuente de voltade ( +5Vs +200y 200 )
Un cassette convencional

Ilos circuitos intesrados LM324

U CI #7473 (alambrarlo sara aue funciorne como wun
tiro T)

Tres resistencias de 3.3 Kohms

DNiexr resistenciss de 13 Kohms

los resistencias de 39 Kohms

Dos resistencias de 1.5 Kohms

INos resistencias de 3.9 Kohms

Una resistencia de 12 Kohms

Una resistencia de 1 Kohms

Tres caracitores de 0.027 uF

Cuatro diodos IN4AOOL o RBYL127

Un circuito intesirado #7400

Un caracitor de 0.27 ul

Un caracitor de 0.68 wF .

Una resistencias de 270 ohms
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- Conocimiento de 13 ubicacidin
sistema deneral de memoria.
=~  Conocimiento del Ffurncionsmiento

«~ CHlculo de un buffer.

DESARROLL.O
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del buffer.
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Los mniveles eue maneds la memoria son 0 w 1 logicos ror
lo cque la corviente maxima que nNOos ruede srorForeionsr es  del
orden Fico amrer & nano amrsery la cual no es suficiente Faras
roder comandar a8 otros sistemssy wor lo tamto es necesario
eue exista wun bloeue intermedio entre 1a memoria w el otro
sistema llamado bwffer. Dentro del buffer existen cirvcuitos
llamasdos drivers los cuales son los eue #rororcionan la
corriente necesaris sara comandar a8 obtros circuitos. Ur
puffer de N liness tieme wun cirvcuito dreiver rorv cads wunas.

U circuito buffer de un bit  driver ) se rresentsa a
continuacidn 3
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ANALISIS ¢

Cuando la linea de entrada * Vent " esta conectada a8 un
voltade bado “ VUL *y los transistores T1 @ T3 estdn en corte
mientras aue el  transistor T2 estd activo dando como
resultado en 1 lines de salidas un voltade s8lto ( VUsal = Vcce
-~ Ueesat? Dy con lo cual se ruede disroner de una corriente
de salids * ITssl * alta. ( Del orden de 100 md ).

Cuzncdo  la linez de entrada " Vent * estd conectads a8 un
voltade alto * UH Y ( En este caso VH = 2, S [N Los
transistores TL w T3 saturany mientras aeue T2 esld en corter
com lo cual se obtiene en la lineas de salida un voltade bsaJdo
de arroximadamente 0.2 V.
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Este circuito tres estados ( de control deberd terner
las siguientes caracteristicas?
'

- Que resronds a VUsal = 0 lddgico
- Que resronda 3 Vsal = 1 légico
- Que resronds 8 alts imredasncis.

Notas @ Entiends como alta imeedancds a un disrositivo
aue tensa las sidguientes caractervristicas §

- No tener un voltadJe referido & un runto determinsdo.

-  RQue rsresente una imredancis de entrads muw alts  del
orden cde 2 Mega ohms O mawor ).

U circuito que nos srororciona estes caracteristicas es
el siduiente?
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oreferencia alto ("*Vent "=

THF-3

Cuando el habilitador "H" estd a8 un voltade alto  “VUH"
(H=1  lédgicod los tLransistores T2y TH w. Tl saturan. Ahora
bieny si la lines de voltade de entrade "Vent® estd &  un
nivel de referencis badJdo  "VL' 9w recuevde ue H=ly el
transistor T3 saturay mientras eue el transistor T4 sermanece
en un estado de corte. For lo eue la lines de voltade de
salida "Vsal" estard rerresentads sor la siguiente exeresidnd

Vsal = Voo ~ VRIL - VUsatl - VUsald

For lo tanto sodemos concluir aue  sarae  wun voltade de
entrada baJdo "Vent” = O ldgico ) se obliene un voltade de
salida alto ¢ "VUsal" = 1 ldgico ). For obtro ladoy si la lines
de voltade de entrads "Venl" se encuentra a un nivel
VH & 1 lagico Yy el tramsistor T3 >
encuentra en un estado de cortey mientras aue el  transistor
T4 se encuentra en  saturacidmy sor Lo aue la lines de
voltade de salids "Vgasl" estard rerresentsads mor le sidguiente
exrraesidn:

UVsal = Vsatd + Vsatd = O

For Lo tanto rodemos concluir que raras wun voltade de
entradae alto ( "Vernt" = 1 ldgico ) se obbtierme un vollade de
salidas baJo  "Vsal® = O 1dgico ).

Cuando  la lines habilitadora "H" se encuentras conecladas
a un voltade baJdo "VUL"y los  transistores T2y TL o« TH  se
encuentran @ LI @stado de corter mov lo  tanto los
transistores T @ T4 sresentan  wuns  alta dmredancis al  no
tenar wun sunto referido a tierra.

TRARAJO DE CASAS

Si Voo = 8 voltsy calcoular las resistenc
R4 ©w RS del circuito tres

vias Rly R2y R3y
e anteriormente visto.

DESARROLLGE

- Armar el circuiteo tres estados con los  valores
caleculados.

Llensr la siguiente tabhla
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- Armar el ﬁ?ﬁuiente civouwito @

\
"H* Habhilitador
7404 ; 74126

»
A * L
0 > K
h »
{ ¢ + %) + *
..o ‘
B v lnd DoeveoeXoo oo veeXevso Vaal Ve
N ’ ° ]
» L} 1 . 4 ' .
v . ° .

. ]
+ * |
1
'
1
i

Ro= 330 oﬁms ‘ ;
led 1-¢£) /) led 2

ETE tierrs ek 4

=~ Llenar la siguiente tabls

>

B Vaal

a5 suen sose fous Seve satn o P

H
H
i
§
H
SIS S S
i

<
= O = O

= Esoribir WS CONCLUSLONES .

MATERIAL Y EQUIFO REQUERIDO.

Se reauiere de wuna fuente de voltadey un multimetror dos
transistores 202578 & 20288R o6 282998y tres btransistores
2A237R 6 2A238BR & 2A239By dos resistenciss de 330 obmsy  dos
diodos emisores de  luxy  wum civewito intesrado & 74125 o @
74126y resistencias calcouwladas en ol trabado de casae w  hodas
de o esrecificaciones tanto del cirvcwito intedgrado como de los
transistores,
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ROM~-1

MEMORIAS Y FERIFERICOS\

eons wone T30 tane srer o o Rpeiia g smansnnn

"MEMORIA DE

SOLO LECTURA.®

Una memoria de so0lo lectura "ROM" ( READ ONLY MEMORY )y
es acuells eue dnicamerte rermite la orerascion de lectura. (
La informscion ruede leerse reretidamente » rero no ruede ser
modificada, Cabe hacer la aclaracidn aue existen diferentes
tiros de ROMs en las que si se rueden modificar los datos
almacenadoss ror edemrlo las EAFROMsy  rero estas no estan
clasificadas como memorias de lecturae — escoritura de ascceso
aleatorioy debido & que el ciclo - de escritura (23
considerablemente mucho mawor aue el ciclo de lecturs ). Las
ROMs  son memorias de acceso aleatorior esto auiere decir ue
el tiemro que tarda en accesar cualeuier localided de memoria

eg el mismo (¢ Tiemro de acceso constante ). l.as ROMs son
memorias del tiro no voldtily esto sidgnifics que si se les
susrende el voltade de alimentacidn la informacidn

almacenada no se rierde.

ORJETIVO DE LA PRACTICA 3

it

Comrrendar la estructura v el funciomamiento interno de
las memorias we solo lectura. Fars este fin se  imrlementa
una memoria ROM & base de diodosy srodgraméndose w midiendo
algunos rardmetros. ‘

Estructurs de las ROMs.

Una memoris ROM ests intedgrads srincirslmente ror tres
bloues:?

&)+~ Rloaue de direccionamiento.
D)o~ Rloaue de almacenamiento.
) e~ Blogue de senssado.

f.’j PR PR EE LT EEEEEE YYD
i . T, e, il | .
P e | H H i "
e N Va8 H 4 b} H +
C e | ' H ! R
C.\ . L I AY L 4 +
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A . H [ 9 H +
§] * b PR I — e
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Hailitador =—=—me—-’ s a l idas
"
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ROM-2

El blocue de direccionamiento tiene como obdetivo el
decodificar la direccién ( A0 ~ AN )y ue se le da como
entrada a8 la ROM w habilitsr solamente una lineay
seleccionandose todo wunm  rengldn., Ahora bieny si no se
euieren tantas salidas como columnasy se ruede WsSar un
sedundo decodificador rars reducir el ndmero de salidas. La
direccidn de un dato estaras formada ahora O el
direccionamiento de ambos decodificadoress: el tamato de la
ralabrae se reduce en este casor como se Fuede observar en 1a
siguiente figura,

oaon 0900 shen sren vese seee Sas sess eme
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El bloaue de almacenamiento es wunad matriz donde los
renglones se conectan a8 las columnas ror medio de elementos
de acorlamientor cuwa rresencia o0 ausercisa indicarédn el valor
légico del dato almacenado.
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ROMWB

Los elementos de acorlasmiento Y %# ' rueden ser
linealesy resistivosry inductivos o caracitivos. ( Fara magor
informacidn consulte el libro Semiconductor memorw desisn and
arlication de Lueckes G, Mizey JoFe w Cavrry W.N., Fa&g 141).
Egste tiro de elementos rresentan sroblemss tales como el de

la interferenciaz. Lea interferencis es el raso de sefial de
urna columna a otra através de algdn  rendgldn no asctivado.
Este sroblema s resuelve wutilizamdo conductanciss no

bilasterales es decir diodos. Comunmente en lugar de diodoss
se utilizan elementos activos como tramsistores birolares o
MOS .

El bloeue sensor estd integrado sor un condunto de
amelificadores ( o inversores » aue actdan como un  redgistro
intermedio.

DESARROILLO.
= Alambrar la siguiente memorisa ROM de custro ralasbras
de dos bits. )

Voo Voo
R » R
H !
ey : =
: 0:Owwwmmm*wﬂwwwm*w+mW~w*mnw"mmwm+~“wmm
! : : ni : H
: : \M"WF3WWN* :
H H H H
: 1:OWWMmmmm"mwMWMWM+WWMmMMMM%“MMW+mm“mm
o e - vy | T . i
H o e P 2x4 | i i
: : : 2:OMWMMWW*mmw”MMMw+mmm“*w~wmum*w+~mwmn
B Ea ! | H 02 } H I3 H
: ; \Mwwkﬁwww* \mekjmww*
i H H ) H
: 3:QMWMWMMW”MMWMMWw+mwmw*wwmmmww*+mwmww
H H ! H L4 H
S g e i e o o e
| H H
Habilitador Inversor === 11 I2 === Inversor
Mey - o’
H !
R = R

Led 1 (/) Sb S8 (/) Led 2

] '
1 1

*kF Tiervvas *5FF
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ROM-—~4

Observando a la ROM anteriorsy el tloaue de
direccionamiento estdé@ comrudesto rovr un decodificador 214
sor lo aue con sus dos liness de direccionamiento Eb w Ea »
rodemos seleccionar entre cuatro salabrasi en este caso cads
ralabra estard intedrads ror dos bits Sbh w Sa, El bloeue de
almacenamiento estd intedgrado wor los diodos niy - o4, El
Plocue sensor ests intesdrado en eshts ROM wor los inversores
I1 © 12,

i las limeas de direccionamiento Bt - Ea astdn
conectadas a un  voltade bado ( Liervra Yy El decodificador
activargd su linea rmiamero cero ( voltade bedo " VL * ) w  las
restantes liness de salids ( 1y 2y 3 ) estardn desactivadas (
voltade alto " VH " >y En la linea cero rodemos observar Que
el diodo Il estd rolarizado en directa ror lo tanto conducer
obteniendose en la salida * Sb " un voltade altor mientras
aue en * 83 " haw un voltade bado. Atora bieny cheruUemos Que
ragsa  con  aldguna lines aue no este activaday ror edemrlor la
limea mdmero dos del decodificador oue se encuerntra a un
voltade alto " VH ", El diodo D2 se encuentrs rolarizado en
inversa ror lo aue no conduce w or le . tanto no idinterfiere
con 1a linesa del decodificador activada. El diodo D3 tamroco
conduce ror  encontrarse  su o adnodo w su cadtodo a8 un voltade
alto.

- Direccionar la memoria ROM v obtermer los datos acue
tieme almacenadosy llenando la sisuiente tabls

Etr Ea H S 9Ya

B kT

0

== O

1
0
1

- Egtimar o medir la rotencis rromedio cisirads ror bDit
de almacenamiento ( sinm contar decodificasdores ni sensores ).
Escribir sus consideraciones.

Fot = MW e

~ 3 Cusnta corriente ruede dar w recibir la ealidse en
estado 1 v O respoctivamente ¥

tik.’

- Observande la tabla de verdad obtenida anteriormentes
Qué earte de esta memoris sudiera eliminarse 7.
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ROM~S

=~  Comerobar aue la memoria ROM slambrads es del tiro nNno
volatil.

= PFara la memoriz ROM slsmbrads conecte aldguns de las
entradas ( Eb o Ea ) & wun dgenerador de rulsosy medir el
tiemro de ascceso comsarando  los momentos de ascenso en 1a
entrads w alsgdn bit de salids. Medir o, estimar comn aQue
frecuencia se ruede orerar esta memoria.

T acceso =, Frec, oreracidn (méx)=

=  Imrlementar w armar una memoris ROMy 1la cual reciba
como entrads un mdmero entre cero @ tres. Dando como salida
el cubo de ese ndmern. Mostrar como eueds 13 memoria v decir
también Que organizacidn tendria.,

- Egoribir sus conclusiones.

Material @ equiro reuerido?d

mononmmsmumanmLioIInaman N an Lo mn n L RN na ar an i nn s sn o >,

Cinco diodos emisores de lux » ocho diodos IN-4001 &
BRY=~127y wun circuito integrado # 74155y un circuito intedgrado
¥ 7404y diex resistencias de 330 ohmsy uns fuente de voltaders
un  generador de  funcionessy  un osciloscorio 4 cables
suficientes rars las conexiones.

Z5



/

|/

|
|

|
|
|
i
|

RAM—1

( MEMORIAS DE LECTURA-ESCRITURA )

Una RAM ( RANDOM ACCESS MEMORY ) es una memoria de
estado s6lido ( circuito intesgrado ) en la cusl las
oreraciones de lectura w escriturs se realizsn con igual
facilidad.

lLas RAMs son memorias de 300es0 aleatorios esto
significa aeue el tiemro acue tards en accesar cualeuier
localidad de memoria es el mismo. Cada localidad de memoria
es accesada sin tener que rasar ror cualeuier otra locslidady
¥a aque la seleccidn de la celds de memoris se realiza ror
medio de wun bloaue direccionador el cual ruede estanr

intedgrado ror uno o més decodificadores.

Una caracteristica imrortante de las RAMS es que son
memorias voladtiles? esto sigdnifica cue si se les susrende el
voltade de alimentacidny la informacidn se rierde.

ORJETIVO DE LA FRACTICA:

mmmmmmmmImmmmImmmImmm L n an

- Entender 1a organizacidn tirica w la oreracidn de memoriss
de acceso alesatorio..

- Realizar una introduccidmn 3 la definic idn e
esrecificaciones técnicas de la RAM.

- Imrlementar una memoria RAM comn celdas a8 base de flir-flors.

- Medir v calcular algunos de los rardmetros tiricos de la RAM.

Urna RAM estd intedgrada srinciralmente sor tres blocues |
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El blocue de direcciomamiento selecciona la ralabra de
MeHmoOria QUe QRUeTremos a3cCCesanr.

El bloeue de almscermamiento es wuma matriz de celdas.
Cadas celds sélo ruede almacernar un bit de informacidm. La
celda rodrd ser estética o dindmics.

El bloeue de control de lectura o escoritura manda wuna
sefial de la oreracidn aue se efectusrdr esta sefMal va 8 todas
las celdasy rero solamente se llevara a cabo la oreracidn en
la celda seleccionadas ror el bloeue direccionador,

l.Las RAMs tiemen tamtas lineasas de entrads de datos como
de salida.

En las celdas estaéticas el elemento hasico oie
almacenamiento es el flir~flory mientras eue en las celdas
dindmicas es la caracitancia existente entre el sate w el
source. Las celdas estadticas rermiten retemner la informacidn
indefinidamentey siemrre w cuando estén conectadas a la
fuente de alimentacidns las celdas dindmicas no rermiten
reterner la informacidn indefinidamente debido a eue la cards
de la caracitancia del transistor se mantieme sor aldunos
milisegundos sin dedgradacion notasble, lNesrués de este tiemro
la carascitancia se va descardando ror lo aue es necesario wun
rroceso de refrescamiento eue consiste en recargar las
caracitancias eue almascenan un ‘17 ldéddico. Este sroceso se

debe realizar en todas las celdas de la memoria cada dos
mSedg,. arroximadamente.

Como edemrlo de celdss tiricasy se muestra wuna celds
estdtica BRIFOLAR w otra ML 3,

Note aue las columnas son a8 la vex limneas de entrada 4
salida de la celds. For la salids estén comnectadss a la aslta
imredancia de entrada de un amerlificador sensory mientras aue
ror la entrada rueden comnectarse a la bada imredanciasz de un
amrlificador desacorlador ( bhuffer ) cue fuerza el estado del
flir~flo® cuvo valor ha sido seleccionado. U transistor
estd encendido mientras aue el otro estd aragado.

lLa celds birolar se lee badando el voltade del rendgldn
de 2.5 V a8 0.3 Vs con lo cusal el voltade de colector del
transistor rrendido bada tambiény haciendo conducir a1l diodo
Schottky corresrondienter detectidndose el estado de la celda
en el amrlificador sensore.

Fara la oreracidon de escrituray la celdse debe ser
seleccionada badando taembién el voltade de rengldon de 2.5 VU a
0.3 Vy se rone el dato de entrada con lo cuasl se causa @ue
una de las columnas se ronga arroximadamente a 3 Vy causando
e el transistor corresrondiente conduzca.

l.Las celdss no seleccionadss no son afectadas FOT
encontrarse los colectores de los tramsistores cortados 8 un
voltade mawor de 3 V.
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Celds RAM estética birolar

Vee 35 V.
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l.La celds MOS wutilizse los transistores B o B como
resistencias de carda de C @ C/e A w A conectan a3 la celds
¢ a8l subir el voltade de la linea de seleccidn de rengldrn )y
con 1la linea de entrada/salids.

Cadsa celda MOS es habiliteds cusndo la linea de
seleccidn tieme un voltade alto ( VH )§F de este modor el dato
aue temnemos en la entrads sera alimentado a3 la celda.

Si en la entradas tenemos wun voltade baJdo ¢ VL D)y el
transistor C’ no conduce temniendo emn el GATE del tramsistor
un  voltasde aslto ( VH )¥ este voltade wsrovocs cue el
tramsistor C conduzea reresentando de 1a misma forma a8 1a
salida un voltade bado ( VL ) realimentando asi a3l circuito.

Cuando a la entrads termemos un voltade alto ( VH )y el
transistor C/ conduce w 3 la salids ararece un voltade bado (
VL )5 éste es arlicado a8 la entrada de O cortando al.
transistor 4 realimentando nuevamente el circuito.
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El condunto de esrecificaciones que caracterizan & una
memoria RAM se divide en dos gruros?

e Las estaéticss o de "corriente divecta"™ w
D) Las dim&micas o de *corriente alterma®.,

l.Las caracteristicas estéticas se refieren a8 la cantidad
de corriente cue se requiere rara seleccionar ums diveccidns
escribir un dato o habilitar la memoriay total de unidades de
carda aue sororta la salide  FAN-QUT )y disirscidn de
rotencia aeue tiene la memoria cuando no se estd escribiendo
ni variando la direccidn.

El comrortamiento dindmico se caracterizs ror el tiemro
Que tards la memorisz en tener datos validos wuna ves
habilitade w diveccionada la memoria ( tiemro de acceso )y en
aué momentos 9w corn qué duracidn deben rresentarse los datos (
tiemros de rreraracion ¥ escriturz Je el control de escriturs
corn aué retraso activa o deszsctiva la terminal de
habilitascidn.

Unae caracteristica dindmica muw imrortante se refiere a
la caracitancia. La caracitancia rarésita en entradsse
salidas w circuitos imerresos hace mads lenta la orerscidn de
la memoria w causa rvetraso ¢ oscilaciones en los rulsos de
setial. La caracidad de corriente tramsitoria del disrositivo
debe ser mawor aue la del estado estacionario rars que ruedan
cargarse raridamente las caracitancias.
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| RAM=&

Sinm contar las resistenciasey 13 memoria se considera de
gsalidas con colector asbhiertoy con la ventada de roder atar
varias salidas de varias unidades en wraralelo. ( “l.odica
alambrada® )

“ DNeterminar wueé ras0s deben efectusrse rears realizar una
lectura v una escritura.

- Comegrobar el buern funciornsmiento de la memoria aslambradas
- escribiendo v lewendo en ella.

- lecir dos orciones rara que las salidsas saldan invertidaﬁ‘f
sin tener acue aumentar nindgdn otro comronente al circuitos  /

- En base & hoJdas de esrecificacionesy encontrar los tiemros
eue deben conservarse durante la escritura. Fara garantizar
QuUe no se escriba en uns rarte eauivocadas de memoriay los
datos v la direccidn deben estar estables cuando se rulsas el
relod de losg flir-flors a través de R/AW.C Utilizar tiemros
de rroragacidn maximos mara establecer los mardenes )

- Determinar en qué orden deben cumelirse las condiciones
mostradas en el diadgrama con sus resrectivas restricciones
de tiemroy si las hag.

- Calcular el tiemro de acceso w la frecuencia maxima de

acceso rara una lectlra,

- Estimar wuna frecuencia méxima mara un ciclo formado For una
-« lectura sesuido de uns escrituras. Mostrar los cdloulos.

. A e e o Feriodo Minimo it o et o st s o
: g S8 S 23 00 420 e 0 e 10 e e s S s 2 s trt o ke e snn vt n ; ; e e e e e e
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SQUIFD REQUERIDO

HSEIRUE SR RS R iR R b st

52"*?

Dos CI #7474 ( flir-flors )y un decodificador #7415%y un CI #7401y
un CI #7402y resistenciass de 330 ohmsy LEDISy wum osciloscorio y
J fuente de +5Vy um CI #7404,
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MEMORIAS Y FERIFERICOS.
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"REFRESCO DE MEMORIA®

OBJETIVOS DE LA FRACTICA 3

=~ Comnocer el concerto de refresco de memoris.

=~ Comocer el uso de un contador srrogramshle.

= Simulacidn de los rasos del sroceso de refresco de una
MEMOT LS.

DESARROLLO

ii ee

Evisten dos tiros de memoriass de lectursa - escrituras de
acceso aleatorio como son las memorias de ferritas ( micleos
magnéticos ) w las memorias RAMs ( estado sdlido Y. Dentro
de estas dltimas existen dos tirosy derendiendo de la clase
de celds de almacenamiento eue se utilice., Esta ruede ser
una celds estatica o dindmica. Em la celds estdtice el
elemento de almacenamienrnto bisico es el transistore wor
edem=lo un flirs ~ florey en el cual lz  informacidon contenids
en la celda se mantiene constante siemrre w  cuando el
circuito este comnectado & Voo, En cambio en las celdas
dimnégmicas el elemento de almacenamiento bésico comnsiste en la
caracitancia rardsits existente entre el gate v el source del
tramsistor MOSFET. Em el cual la cargs de la caracitancia se
conserva durante varios milisedgundos sin dedradacidn notabhler
desrués de ese tiemro la caracitancia emriers 8 descardgarse
FOr lo que e necesario wun Froceso  de  refrescasmiento de
memoriar el cusl consiste en recardgar todass las celdss eue
almacenan un uno o cero sedin la  ldodgica wtilirzada. Lste
Froceso se ruede exrlicar de la sidguiente maners 3

Se lee la informacidn aue tiene duardada la celds w
desrués se reescribe tal  informacidr. Cabe hacenr Lla
aclaracion aue el rFroceso de refrescamiento debe hacerse
antes de aue 1a constante de descarga de la caracitancia
ocasione un cambio en la informacidn contenida en la celda de
memoria. Este rroceso de refrescamiento se debe realizar en
todas las celdas cada determinado tiemsro ( 2 msesg ). Eate
tiemro derende del fabricarnte w del tiro de memoris usada.
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REF -3

A continuacidn se exrlicard como se efectis el rroceso
de refresco en uns celds de 13 memoria RAM dimdmica ndmero
1103A cuus ordanizscidon es de 1K x 1.
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Nota ¢ Un cero lddgico serd un voltade alto * VUH " w  un
uno  lésico serd unm voltade bado Y VL ", Las sefisles Se w §1
son dgeneradas intermnamente sarag srrecardgar al bus de escritura
gy lectura resrectivaemente.



lLa caracitancia del tramsistor T4 es la aque se utilizs
cCome celds de almacenamiento. Ern otras salabras al
transistor T4 lo consideraremos de la siguiente forma 3

Nrain

Gate
S * o 0 T 4
i
caracitancis H
rarasita

Source

* tierras

Si se tiemne aslmacenado wun uno lodico en la celdar el
tramsistor T4 egtd aradgado. ahora bien de la rarte de
rrecarga  cuando * 81 = UH *y el bus de lectura se carga a un
Vddy es decir un voltade alto. Al activarse el selector de
lectura w al estar el tramsistor T4 aradgador el bus de
lectura mo sufre cambio aldgurnoy ror lo cue el tramsistor T2
funciona w cuando el transistor Tl  se sctivar el bus de
escritura rasa a un estado bado ( uno laddiceo )y Foco desrués
la linea de seleccidn de escritura es activada com lo cual el
transistor T3 dedsa wasar al caracitor la cardgas basday
guardandose un uno  lddgico en la celday terminandose el
froceso de refresco de la celda. Ne una forma similar se
efectda el rroceso de refresco cuando se tiene almacenado un

cero ldogico en la celda. Como se ohservd el rroceso de
refresco consiste de leer erimero la celds v desrués
reescribir la informacidn leida. Fete FrOCeSGO e

refrescamiento se debe llevar a cabo en todass las celdas de
13 memoriar rOr edemrlo  en una memoria cuwa matriz de

*

informscidn es la siguiente 3
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MATRIZ DE ALMACENAMIENTO DE

El refresco se llevaria a

N

Cato

>

de la
urio y

‘
S

N

rensgldn

Frimero se seleccioma el rensgldn
realiza simulténesmente el refrescamiento
desrués se seleccions el sesgundo

con todos los restantes.

el contador del

de 1% a8 0 u

- Alambrar
rFara que cuente
- Alambrar ashora el comntador
50 Tredenere.
el

- Alambrar contador sara

redgenere.

- Alambrar
regenere.
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REF -5

Simulacidn de los sasos del sroceso de refresco de wunas
memoris e 146 salabras ode wun it Fara lo anterior armar el
siguiente circuito.

contador decodificador
Frogramatl e 4 w14

-— -

P o -
N .- -

~ 7
S m————— e

4 bits 16 bhits

DIAGRAMA A BLOQAUES DEL CIRCULTO.

=~ Macer las modificaciones mevbinentes al circouito saras

aue anhora se refresaue solamente enbre las ralabras O w 11 de
1a memoria.

Hacer las modificaciones sertinentes al circuito mara
aue ahors se refresaue solamente enbre las ralabraes 12 w 0 de
la memoria.

Exelicar como Llevarlia a cabo el refrescamiento de
la celds de la RAM # 11030 ¢ vists comn antervioridad Jy si se
tuviers guardado un cero ldgico.

MATERITAL Y EQUIRFO REQUERIDO 2

Un  osciloscorioy wuna fuente de voltadeyr un generador de
funcionesy 16 diodos emisovres de luzy 16 resistenciaes de 330
ofmsy W cilrcuito dintesrado 74193y dos cirouwitos intesgrados
¥ 7415% w  hodss  de  eseecifi sihones  de los cidrouwitos
intedgrados,
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RIAS Y PERIFERICOS.

OMEMORTA DIRECCIONARLE FOR CONTENIDO *

¢ CAM. CONTENT ADDRESSARLE MEMORY )

ORJETIVOS DE LA FRAOCTICA 3

= Comerender  la  esbtructura w el Ffunciomnsmiento de las
menorias CAMs.

= Imelementscidn de unas memoriasa CAM com uma orgamnisscidn
de 2 x 2y ubtilizsendo circwitos integrados de bhads w media
escals de idntedgracidr.

*
4

e

L.as.  CAMs son  dissositivos de aslmascenamientor W vienen
siendo una arlicacidn de las memor de lecturs w  escerituras
de acceso alestorio ( RAMs ). En estes la informacidn suede
gser accesada solamente i se conoce  la direccidn de  la
lovalidad donde ests almascensdary en cambhio en una CAM no
necesario saber tal dirveccidn del dator si no aue bhasts con
darle ciertsa informacidn  condunto de datos ) llamada llavey
ragra  aue  la CAM rueda reaslizar a continuascidn una orFeracidn
llamada bhdsaueday la cual se resliza en Torms simultanes en
todaes sus  localidedes indieancdonos  en aue localidad ( o
localidades ) se encuentra diche infTormacidn ¢ llave ) Que se
le did como entradsy rudidndose & continuwacidn  realizar  wunas
oreracidn de lecturs o escritura semedante & urna ROM.

T

Las CAMs somn memovriss de aco alestorio v son del tiro

volatil.

La - informacidn almscensds en  les  CAMs  rusde estar
organizada srinciralmente de dos manevas |
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CAaM-3
A ~ Rloeue direccionador.

Este bloeue tiene como  Funcidn el decodificar la
direccion ¢ A0 -~ AK ) aue se le da como entrada 8 la CAM raras
realizar uns oreracidn de srdtura o lecturay habilitando
s0lo una salasbra de memoris.

o

B - Blogue de habilitaecidn de entrads de datos.

Este bhloauwe tiemne como funcidrn el de hnabilitar ciertas
liness de entrada de datos { Llave o informacidn )y ror
edemslo 3

i wna ralabre de memoria esta formads sor N bitsy se
tendran N lineas de datos de entrade e igusl mndmero de liness
de habilitacidrny de esta FTorma i eueramos aue nuestra llave
de entrads ses los dos srimeros bitsy estos dos tendrdn que
estar habilitados w Lodos los demds no. For lo tanto al
realizarse una orFeracidon de bdseaueds s0lo Lomard como entrads
a8 losg bits aue estuvieran habilitaedosy ahora bien si fuers en
una oreracidn de  escriture donde se tiene guardado en una
salabra ror edemslo 1011 w se euiere modificar solamente el
it mernos significativoy  ermtornces solo se habilitardis la
Lines corresrondiente 8 ese it @ al efectusrse 1a oreracidn
se llevarlis a8 cabo la escoritura en la celds corressondiente w
las demds celdss conservarian su valor.

G - Rloaue de almacenamiento.

Este bloeue ests intesrado sorv wun condunto de celdasy
cade celds ruede dguardsr wun " L " d un " 0 " légico. E1
namero total de celdas seras igual al sroducto de M o Ny
donde M es el ndmero de salabras @ N es el mdmero de bits sor
ralatbra.

0 - Rloauwe de resultado de bhdsaueds.

Este ploeue tiene como TFumncidn el de indicar en que
ralabre de ls memorie FTue encontrads la llave wcue se le oid
rara  la bhdseueds. Fete bloauwe tiene M liness de saliday
donde M es el rdamero de Falabras  con eue cuents la  CAM.
Fuede suceder @l cas0 de Que en una oreracidn de bhdseuedsy la
llave eue le fué dada ses encontrads en dos o mas ralabras de
memoriay ror  lo  cual  estardan sctivades ( Voltade bhaJo )
varias lineass de salide de este hloaue.

i

=~ Bloaue e sensacdo.

Este tloeue Liene como funcidn el de srororcionarrnos los
datos de salids en alguns orervacidn o lectura. ( bBstle
bloaue es tambidn conocido como buffer ). El bloeue de
sensado  tendrd N lineas de salidays donde N es el mndmero de
bits wor ralabra.




Lo R 4

Fo- Bloeue de control.

Este Dloaue reaslizae lo necesario sara coordinar w
controlar el buwen Ffuncionsmiento de la CAM. Tiene wuna lines
de entrads le cual le indics si se va a8 realirxser una lecturs
=~ mdsaueds ( voltade alto ) o una escritura ( voltade bado ).

Una celds CAM birolar se muestra a continuscidn 3

Vi

P e o s s s s st s sy s J oot bk s s s s s e s e i R

colummna J H H columns )

b
8
H
i
i
3
*
i
H
->
-
1
H
3
S -
H
§
‘

renglon

i
5
i
1

% - &

e \

salida
COME BT a(

.’ 1 _:é

D el e it LS I
~
-

Q mm mm b em mm X e e e mm e e e me e e e e me emn e mee s a3 - -

2l buffer de entrads al buffer de entr.
w amerlificador sensor w oamnrlificador se

CELDA  CAM  RIFOLAR.
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CAM~3

Como  se suede observar ests celds es casi idéntics a la
vists en la sréctica de RAM. Solamente difieve en aue Liene
W Dloaue mas Que sirve earag reslizar la comraracidn entre el
dato de entrads w el bil almacernado. Cuando son ddénticos 1a
lines de ida " X " lLendrd un M VUM "s  Para unae lectura
esceriturs Ffuncions de la misme manersa aue como se exrlicd en
la préctice de RAM.

DESARROLLO 2

Alambre la memoirid CAM cuwo disgrams se  encuwentra @l
Timal de la sractics. vba CAM tiene wuns organizacion de dos
ralatiras de dos biltls cads wna.

Comerobar ol buen Tunciomamiento de la CAM  alambraday
realizando  orervaciones de  escoribturay lecturs 9 bdsaueda.
Siga los siguientes rasos §

FARAN UNA OF

FRACION DE ESCRITURA 3

L.a lines de entrade de S Y A Tl L S R T R

Former ls direcceidn de la rsalasbrse deseasds donde se
auiere escribir o modificar.

Fomer los dalos Que S QuUieren Que s esoriiany COn
sus resrectives lineass de entrade " He " habilitadas.

Lect/Egg e QL0 "y,

oot/ BEsg weme WU,

Faka UNA OFERACTION DE LE

STURS 3

Lect/Ese e VR 2

Forner la dirveccidn de la salabra Que se auiere leer.
Las lineas ", Dl = 012 %ow " HO - HL * wmo dweordar.

La infovmacidn almascensds se suede  observar en  las
Lineas " 81 - &2 ",
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Farka UNA QFERACION DE BUSQUEDA 3
Lo Oder/ iy £t S0 bbbl Mo
Datos ( llave ) en las liness de entrads * DL - D2 ",

"

Hatvilitesr las " Hs " arroriadas. (maklpy F7eis% G W,

Observar el resultado  de la biseueds en las lineass de
salida * X0 -~ XlI "o Estard habilitaeds cuando * X "
rresente un voltade Hado.

1]

l.a lines de direccidon " A o s usade en esle Ccaso.

Realizar ahora diferentes oreraciones de bDUseuedar
lectura w escritura. ( Llame al instructor de laboratorio ).

Egtimar o madir el tiemro de sa0ceso #ars  wuma  oreracion
de Dlseuecds. Calouwlar la frecuencia mé<ima de oFeracidr.

Comerobar aue la memoria CAM slambrads es del tiro
volatil.

y

= CGuanta corriente ruede srorsorcionar la saslide GBI LI
estado " 1 " ldgico.

-

= Como se introduciriae un control de habilitascidn a 1a
CaM alambrada.

MATERIAL Y EQUIFOD

REQUERIDO 3

Una fuente de volltadey um osciloscorioy wm multimetros
dos  deneradores de FTuncionesy cuatro circuitos intedgrados #
SN 74071 ¢ Nota? lDebern ser " L% Jy tres Cole 4 8N 7408y  un
C.1, BN 7401y wurm Cele & SN 7432y un C.T+ BN 7404y wun
Cele # SN 7400y seis resistenciss de 330 ohms w  cuabro,
diodos emisores de lLuz.

Nota: Si no consiguen los 4 CI #74L71, se pueden sustituir por:
(3 CI #7411y 2 CI # 7476) © (por 4 CI # 7472).
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- Comrrender el funcionamiento general de wun UART.
- Realizar una simulacion de la oreracidn del UART.

Existen dos métodos bésicos wara la transmisidn de datos
sobre una lines de comunicacidn serie ¢

- Tramnsmisidn Asincrona w
- Transmision Sincrona .

-

ransmision Asincrona.

5900 sv0n seve seus Sere sees sbey suek sess sebe wive sene vess
SWImmAmImanLn s an an AR s

Cuando se wutiliza esta transmisidny se envian los
cardcteres en forma individual desde el transmisor al
recertor tan rsronto como se encuentren disronibles. Los
cardeteres rueden ser tramsmitidos en blocues o bhién 3
intervalos asleatorios de tiemro. La tramsmisidn asincrons se

utilizs deneralmente con disrositivos de comunicscidn de ba.as
velocidad (r.ed. teletiros ). '

l.a transmisidn a@sincrona requiere de wumn bit de imicio (
START BIT ) 9w wuno o dos bits rara definir el imicio w el
final de cads cardcter ( STOP RITS ). El1 transmisor debe
adredar estos bits de comtrol a8 cads cardcter antes de ser
enviado a1l recertor., El recesrtor deberd tener en cuentas el
estado de la linea buscando el START RIT ue irndicue el
inicio de wuma transmisidn de cardcter.

Rit de inicio Bits de saro
¢TI e (S s st
ey [ . * v
AY ' \ '
\ / \ /
. s \ s
R = SR = DO =N LU~ ¥ S R G— .
i 0 5-8 Rits de datos HE A T A
N e s o it e xRt A o6 A M M i o SR sV i S S Sebe e G e O PESLINN PR BRI
+* *
* *
* *
R . J— o i e
I Recertonr | oo e } SLIC § s o o (= b Transmisonr
B siee saee 0000 0300 oumo oor0 sev seve s aets ’ DT e, B R fectaieatidd] Linea \ e nen sl s e

TRANSMISION ASINCRONA
50
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UK~

Tre

incrona

Cuando se utiliza este método de tramsmisidn los dastos

sorn  erimero ensamblados enm un bloaue de datos llasmado
MENSAJE . Este es trarsmitido como wuna cadena de bits en

forma continuay esto esy los bits de un cardcter somn seduidos
irmediatamente ror los bits del sidguiente caradcter.

No son necesarios los bits de INICIO w de FARO. Sin
embargory es necesariag la wutilizscidn de cardcteres de
sincronizacidn al inicio del mensade. Estos carsdcteres SYNC
aseduran aue el recertor estd sincronizado com el tramnsmisor,
Normalmente se incluven dos o més cardcteres SYNC en el
mensaJe rara asedurar una comrlets sincronizacidon. El satrdn
de ‘17g¢ v “0’s usados rara el SYNC debe ser diferente al de
cualauier otro cardcter.

L.SE MSE

O+ 1 i1 0P 1 V00O 01 cardcter SYNC

Sows sovs soes oms Seme eme some beee sese suse sase Sese Seve bees Seas Sere G600 sese Sess See Geas Beee SSe ceme bret Sers Seve Seve bess G0es teve

P T ]

*

+
+
U i R e e T i A B Al B TR e *
: H H H /ey i
N ceer coveivom ooms sees e Tetbe oottt A AT S A L. . 7 e W T
Caracteres
SYNC  Aaled) Meatls 3Ll —ebeads |
H
]
]
§ T e e e b o e X + Pt kel
| RECEFTOTT | e o o e i v st et st b v L T p@PGemisor
S T = ol ‘ Lirneas Mol e g

ter en forma asimcrorna de tranqmlslﬁ

El carscter debe estar srorismente formateasdo antes de

ser transmitido ror la linea. Su  formato tirico es el

siguiente ¢

Estado
== Idle —-—i i~ Rite de datos =-- !
_"__) (mmww e oon oo [RRGE— e | OO,
@ VELFAQEIOMNV] S AN S O R ee]
Bit de LSE MGB | Rits de
inicio H Faro
Blt de
raridad

Sil,

r

4



UAR I3

Nétese aue la linea es mantenida em un estado IDLE ¢ 717
légico ) hasta aue el tramsmisor estd listo rara enviar el
caracter, Cuando la transmisidn comienzay el srimer bhit

enviado sobre la limea es un 707 ldédico ( RIT DE INICIOQ )
cue indica al recertor eue un caracter va a8 ser transmitido.

ITrmediatamente desrués del RIT DE INICIO van los bits de

datos. El bit menos significativo (( L8R ) siemerre sisue
desriiés del de imicio en la cadens de bits 3 sar

transmitidos.

Es rosible imcluir un bit de raridad desrués del bit més
significativo ( MSR )i la cadena de bits siemrre termina con
uro o dos bits de raro ¢ STOF RITS ). Los bits de raro son
siemrre ‘17 lébdico w aseduran aue el recertor tendrd
suficiente tiemro rara rrocesar el caracter antes de aeue el
sidguiente sea tramsmitido.

Oreracidn del U

El UART es rmarte de wuna unidad llamada INTERFAZ DE
COMUNICACION SERIE. Esta interfaz rermite a la comrutadoras
comunicarse con un disrositivo de E/S -seriey como  un
teletiro. Cuando la comrutadoras envias datos en raralelo &l
teletiroryr el UART convierte los datos 3 un formato serie
antes de enviarlos al teletiro. De iguasl maneray ciulando el
teletiro envia datos seriery el UART los convierte a8 datos
Paralelo rara enviarlos a la comeultadora.

TEL1_UART ruede ser dividido en tres secciones
« Tramsmisor
+ Recesrtor
+ Control

b e sees sees bae sese bvr sene vase case srse see sems seme voss sren sren see sene So0s So0e sese sate sese

* * * * + +
{ Comrutadora |—=—w—w—] UART |~m—wememm——t Taletiro |
V) S I S——— P Rl 4
Natos Natos
Faralelo Serie

La seccidn del TRANSMISOR acesrta datos de entrads en
raraleloy adgreda los bits de imnicior raridad v raror u
obtierne el caracter formateado envidndoloy un it & la vexy
en la linea de salide serie ( Serial Qutrut ). En mocas
ralabras realixa wna conversion de datos rarslelo-serie.

La seccidn del RECEFTOR realixs la conversidn oruesta.
Cuando el recertor detects el START RBITy convierte la cadena
de bits 8 una forma en raralelo. El recertor debe remover
los bits de inicio w de raroy dehiendo wutilizar el bit de
raridad rara verificar la exactitud del dato.
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Por Gltimo la seccidn de CONTROL va a determinar de qué
manera seran formateados los datos por el UART (nGmero de - -
bits de paro, tipo de paridad, nGmero de bits de datos, etc.).

DESARROLLO

1. Disefiar un circuito que simule el bloque de transmisidn de un
UART.

2. Alambrar el #74166 de tal manera que se tengan los bits de
paro y el bit de inicio en el caréacter.

3. Simular la transmisidén de datos colocando el dato a transmi-
tir de cinco bits en su posicidn correspondiente.

(Cuando la sefial ST es baja se inicia la transmisidn).

4. Disefiar un circuito combinacional para obtener el bit de --
paridad (paridad par) y colocarlo en el lugar adecuado de -
la transmisidn (hacer el dibujo indicando su posicién).

5. Verificar la transmisidén correcta de la informacién.

S



ATERIAL
Un CI
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de 330
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74166y
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REQUERIDO

ovse sows ssas vore sase
foorior i e

contador

*7

urn CI #7404y

generador
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